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SELEKTIVNI MALOSUMNI TRANZISTORSKI PREDOJACEVALNIK ZA
FREKVENCNO PODROCJE OKOLI 400 MKz

Za namenom, da poveCamo domet aparatur PL¥ 1/400 in
PDM 1/430, ki delata na podrolju 370 - 430 MHz, smo se odlodi-
1i za zniZanje Sumnega faktorja sprejemnika s pomoljo maloSum-.
nega UHP predojadevalnika. Pri tem smo si postavili naslednji
cilj: Sumni faktor ojalevalnika z vgrajenim filtrom £ 5 db po
celem frekvenénenm podroiju, &im vedje ojadenje moSi > 10 db,

vhodna in izgodna igpedanca 50 Ohm (nesimetrilno), temperaturneo
podro&je -10" - +50°C.

IZVEDBA

Filter

Glavne zahteve: Sirina: 5 < B < 8 iHz,
duSenje pri £ +15 MHz >30 db
in dudenje prl fo +70 MHz > 60 db

Filter je izveden z dvema sklopljenima koaksialnima
resonatorjema, kar zahtevata 3irina in strmina bokov. Sklopi
so izvedeni na mestu tokovnih maximumov. S sklopom med resona-
torjema se nastavlija Sirina pasu. Vsak resonator ima uglaSeval—
ni trimer, s katerim se brez teZav uglasi, Mehko srebrenje dz-
datno izboljSa kvaliteio resonatorjev in s tem strmino bokov
in slabljenje v propustu.

MaloSumni tranzistorski ojaéevalnik

Sumni faktor P P
vhodna sig.mod ‘—-§§1
Definiran je : , _ vhodna Sumna mod Sv (1)
* T izhodna sig.moc bzl
IzHodna Sumna mod st
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Za n - stopenjski ojalevalnik velja:

Bl Bt . ., !
Fef +-2—t 2 bt o (3)
G/ 61‘62 ”Gk

G, +++ Ojalenje k-te siopnje. k=

SEmni faktor F izrafa Bumne lastnosti ojadevalnika in
g tem posredno obSutljivost, Vidimo, da_Sumni faktor v glavnen
doloa prvi &len verige ojalevalnikov, Ce je njegovo ojalanje
dovolj veliko. Pril meritvi smo se 0dlodili za metodo s Sumnim
generatorjem, ker je najbolj prirona. Po tej metodi je v enadé-
bi (1) edina neznanks Psv’ na katero je umerjen 3umni generator,

Optimalne Sumne razmerne VF tranzistorjev.

MaloSumni tranzistorji so tako specialno grajeni {ran-
zistorji, ki imajo pri optimalni izbiri delovnih pogojev zelo
nizek Sumni faktor v primerjavi s povprelnimi tranzistorji., Na
fumni faktor tranzistorskega ojalevalnika vpliva:

- izbira skupne elektrode tranzistorja (skupna baza,
emitor, kolektior),

- frekvendéno podrodje,

-~ delovna tolka tranzistorja,

- upornost oziroma impedanca generatorja (Rg),

- temperatura okolice odnosno tranzistorja.

Sumni faktor v odvisnosti od frekvence naraste pri
nizkih in pri visokih frekvencah, Uporabno podroije, ki lezi med
spodnjo in zgornjo mejoo je seveda odvisno od fipa tranzistorja.,
Nekatere pogoje je mogole doloditi iz karakteristik tranzistorja,
druge zopet s pomeljo meritev, 'V literaturi najdemo precej enach,
ki se nana3ajo na 3um predvsem v NF ojafevalnikih in so velinoma
uporabne brez bistvenih sprememb tudi za VF $ranzistorje celo v
UHF podrodju, kar so pokazale tudi meritve, Razlika je v vplivu
R na Zumni faktor in to obdutna z nara3dajoéo frekvenco. S po-
m8jo teorije maloSumnih tranzistorskih ojalevalnikov smo zak-

o ljuéili:

1. vezava s skupnim emitorjem je od vseh itreh moZnos-
ti najugodneja, kajti le v tej vezavi se potrebna generatorje-
va upornecst za dosego minimalnega 3umnega faktorja skoraj ujema
s potrebno generatorjevo upornostjo za dosego maksimalnega oja-
Zenja (za NF in SF skoraj idealno),

2, obstoja minimalni Bumni faktor za kolektorske toko-
ve med 1-3 mi (toéneje se dolodi z meritvijo) ter &im viSje V g,

3, Sumni faktor je odvisen od generatorjeve upornosg§
R_ (posebno $e za VF tranzistorje), zato je vaZno, da je tran-
z§storski vhod Sumno prilageojen, o
- 4, frekvendno podroije in temperatura okolice sta Ze
vnaprej ve¢ ali manj dololena; z njima je treba radunati,

Projektiranje in realizacija

Izbrali smo UHF - maloSumni tranzistor 2N2857 firme
RCA, s katerim so dosegli Sumni fakfor okoli 3 db pri 400 kEHz,
Uporabili smo vezavo s skupnim emitorjem. Eksperimentalno se je
najbolj izkazal reiim I, = 2 mA ter U,, = 10 V. Iz karakteris-
tik smo ugobovili, da zHaSa Sumno - oggimalna generatorjeva upo-
rnost okoli 100 Ohm, kar doseZemo s transformacijo L,, Cq iz 50
Ohm. S trimerjem Cg je tako mogode nastaviti optimalgi éﬁmni
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faktor. Zaradi &im vedjega ojalenja modi, ki Je potrebno za zma-
njsanje P, je treba poskrbeti za izhodno prilagoditev (50 ohmski

TCH

VHOD <!

(spr.antena)”_
LS

Ls

L7

o3 ]

SL.1

izhodni kabel na visokoobmski kablovski izhod). To uspe3no op-

ravlje linija L,.
nika, Izgled pr%ds

ia sliki 1 vidimo elekiridno shemo ojaleval~
topnje je na slikah 2 in 3.
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MERITVE IN REZULTATI

Na sliki 4 je podana karakteristika predojalevalnika

pri 400 MHz; za ostale resonandne frekvence dobimo podobne re-

—

zultate. Sirina propustnega
podrolja se-menja od 5 do
.20 8 MHz v podrocdju 370-430
/;t T ¥Hz. Pri najnovejSem spre-
0sACANSE Jemniku PDM 1/430, ki ni u-
porabljal predoaacevaTnika,
je bil Sumni faktor 8,5 db.
Z uporabo predOJacevalnlka
je padel 3umni faktor kom-
binacije na 4 db. Iz F
<F - F_-1/G; dobimo_tAko
Sumni fHktor predogacevalnl—
ka ¥y = 3 db.
. Se vecaavge seveda ko-
‘ (“Hz)___'<b<i__>m”z) K rist pri slabsih sprejemni-

320 340 360 B0 400 420 &40 480 480

kih, kjer lahko zniZamo Su-
mni faktor za 10 ali veé db,
V isti meri seveds 1zvolgsu—
Jemo vrednost sistema in po-
vedujemo domet zveze.,

SL4

ZAXTJUCEK

Zumni faktor povprednih sprejemnikov pri 400 MHz (8-

-10 db) smo uspeli zmanjSati na 4 db.

Malosumni predojafevalnik UHFO-4 je mogode z malimi

gpremembami prirediti za uglaSevanje po Sirokem frekveninem po-
drodju in doseli razlilne propustne 3irine. Tako prirejenega bi
lahko koristno uporabili na podroéju televizije in merilne teh-
nike.
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